UKD 621.382.3
NORMA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

BFP 520

ITArzedmiot normy. Przedmiotem normy sg szczegdtowe
wymagania dotyczace krzemowych tranzystoréw n-p-n ma-
lej mocy, wielkiej czestotliwo$ci, wykonanych technologig
epitaksjalno-planarng typu BFP 519, BFP 520, BFP 521 w
obudowie metalowej, przeznaczonych do sprzetu powszech-
nego uzytku oraz urzadzen wymagajacych zastosowaniaele-
mentéw o wysokiej i bardzo wysokiej jakos$ci.

Tranzystory przeznaczone sg do pracy w uktadach wzma-
cniajacych i generacyjnych wielkiej czestotliwoéci w za-
kresie do 100 MHz oraz w uktadach przetgczajagcych $red-
niej szybkosci dziatania.

Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04-550.00 dla tran-

zystorow:
- standardowej jakos$ci (poziom jakos$ci 1) 40/125/04,
- wysokiej jakosci (poziom jakoS$ci 111) 4-0/125/21,

- bardzo wysokiej jakosci (poziom jakos$cilV) 4.0/125/56.

2. Przyktad oznaczania tranzystoréw
a) standardowej jakosci:

TRANZYSTOR BFP 519 BN-81/3375-31.03
b) wysokiej jakosci:

TRANZYSTOR BFP 519/3 BN-81/3375-31-03
c) bardzo wysokiej jakosci:

TRANZYSTOR BFP 519/4 BN-81/3375-31.03

3. Cechowanie tranzystor6w powinno zawiera¢ nastepu-
jace dane:

a) nazwe producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu (podtypu),

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréow wysokiej i
bardzo wysokiej jakosci.

Tranzystory wysokiej jako$ci powinny  by¢ znakowane
cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakosci cyfrg 4

umieszczong po oznaczeniu typu.

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystora - wg
rysunku i tabl. 1.

Elementy obudowy - wg PN-72/T-01503:

arkusz 28 - podstawa Biil,

arkusz 55 - obudowa C7.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - CE 22.

s\ sy

BRANZOWA

BN-81
3375-31.03

Tranzystory typu BFP 519,

Zamiast
BN-72/3375-16.04

BFP 521

Grupa katalogowa 1923

Tablica 1. Wymiary

Symk?ol Wymiary, mm stoK;I;ie
wymiaru )
min nom max nom

A 4,3 - 5,3 -

a - 2,541) - B
0b3 B - 0,53 -
0D 5,3 - 5,8 B
(5D, 4-5 - 4,9 B

F B 1,0 B

j 0,92 1>041) 1,16 B

k 0,5 - 1,2 B

I 12,7 - B B

a - - 451)

b B B B 901)

Wymiar teoretyczny.

5. Badanie w grupie A, B, Ci D - wg ark. 00 p. 5.1.

6. Wymagania szczeg6towe dla badan grupy A, B, Ci D
a) badanie podgrupy Al - sprawdzenie wymiarow: .4,
0 D, | wg rysunku i tabl. 1,
*b) badanie podgrupy A2, A3, A4i C2 - wg tabl. 2,
c) badania podgrupy B, C i D - wg tabl. 3,

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i pc ba-
daniach grupy B, Ci D - wg tabl. 4.
7. Pozostate postanowienia - wg ark. 00 niniejszej nor-

my.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Poéiprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materiatbw Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 26 sierpnia 1981 r. jako norma obowigzujgcg od dnia 1 stycznia 1982 r.

(Dz. Norm. i Miar nr

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981.

Druk. Wyd. Norm. W wo. Ark. wyd. 1,50 Noki 2500+55 Zom. 2783'81

19/1981 poz. 77)

Cena zt 9.CC
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Tablica 3. Wymagania szczegdtowe do badan grupy B, C i D

Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegdtowe
1 2 3 A
1 BI, CI Sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicznej préba Ub, metoda 2: 2,5 N;
wyprow adzen préba Ua™: 5 N
Sprawdzenie szczelnos$ci préba Qk; poziom nieszczelnos$ci

6,65 * 10“° Pa *dm*/s

2 B3 Sprawdzenie wytrzymatos$ci na spadki potozenie tranzystora w czasie spadania:
swobodne wyprowadzeniami do gory

3 BA, CA Sprawdzenie wytrzymato$ci na udary wielo- mocowanie za obudowe
krotne

A B6, C6 Sprawdzenie odpornos$ci na narazenia elek- uktad OB wg PN-78/T-01515 tabl. 5,
tryczne -i£ =15 mA, UeB=20V

5 Cc3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,59

6 C4 Sprawdzenie wytrzymato$ci na przys$pie- kierunek probierczy: obydwa kierunki
szenia stale wzdtuz osi wyprowadzen, mocowanie za obu-

dowe

Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielo- mocowanie za obudowe
krotne

Sprawdzenie wytrzymato$ci na wibracje mocowanie za obudowe
o statej czestotliwosci

7 Clo Sprawdzenie wymiaréw wg rysunku i tabl. 1
8 DI Sprawdzenie odpornos$ci na niskie ci$nie- temperatura narazenia 25 °C
(poziom jakosci Il nie atmosferyczne
i 1v>
9 BA Sprawdzenie wytrzymatosci na plesn brak porostu ple$ni po badaniu
10 D5 Sprawdzenie wytrzymato$ci na mgte solng potozenie tranzystora dowolne
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, Ci D (poziom I, Il i IV)

. W arto$ci graniczne
Oznaczenie Metoda

; ) Warunki .
literowe  pomiaru wg - Podgrupa badan Jednostka BEP 519 BEP 520 BFP 521
pomiaru
parametru PN-74/
T-01504 min max min max  min max
i 2 3 A 5 6 7 8 9 10 u
Bl, B3, BA, B5, Cl, C2, nA R 100 R 100 R 100

Ucb =20v ca, C5, C7, C9, D11

ark. 05

JCBO o B6, C6, C8 nA - 500 - 500 - 500

IE
C21) M - 10 - 10 - 10



BN-81/3375-31.03

cd. tabl. 4
Oznaczenie Metoda
literowe  pomiaru we  Warunki Podgrupa badar
parametru PN-74/
T-01504.
i 2 3 4
BI, B3, B4, B5, Cl, C2,
C4, C5, C7, C9
lc =10 mA
UCE=6V
121 ark. 01 B6, C6, C8
Cc21)

1)W czasie badania.

W arto$ci graniczne

KONIEC

INFORMACJE D

1.

ne Centrum Poétprzewodnikéw, Warszawa.

Instytucia opracowujaca norme - Naukowo-Produkcyj-

2. Normy zwigzanef

PN-73/E-04550.00 Wyroby elektrotechniczne. Préby $ro-

dowiskowe. Postanowienia ogélne

PN-72/T-01303.28 Elementy poétprzewodnikowe. Zarys
i wymiary. Podstawa Bl

PN-72/T-01503.55 Elementy potprzewodnikowe. Zarys
i wymiary. Obudowa C7

PN-74/T-01504.01 Tranzystory. Pomiar h-IE i napiecie

UEE
PN-74/T-01504.02 Tranzystory. Pomiar napig¢ nasycenia

~ CEsat1 UBEsch

Jednostka BFP 519 BFP 520 BFP 521
min max min  max min  max
5 6 7 8 9 10 i
1 20 35 20 35 20 35
1l 30 90 30 90 30 90
- \% 70 170 70 170 70 170
VI =0 - 150 - 150 -
1l 15 40 15 40 15 40
m 25 110 25 110 25 110
\% 55 180 55 180 55 .180
Vi 120 - 120 - 120 -
il 10 - 10 10 -
11 15 - 15 - 15 -
\% 35 - 35 - 35 -
VI 75 - 75 - 75 -
ODATKOWE

PN-74/T-01504..03 Tranzystory. Pomiar napie¢ przebicia
U (BR) CEO > U (BR)CES’ U(BR)CER> U(BR)CEX

PN-74/T-O1504.04 Tranzystory. Pomiar napigé przebicia

U(BR)CBO ’ 1 V(BR)EBO

FN-74/T-01504.05 Tranzystory. Pomiar pradow wstecz-
nych iCBOi /EBO

PN-74/T-01504.21 Tranzystory. Pomiar pi2i(j w za™ro_
sie m.cz.

PN-74/T-01504.24 Tranzystory. Pomiar modutu h2je w

zakresiew.cz. iczestotliwosci
PN-78/T-01515 Elementy p6tprzewodnikowe. Ogé6lne wy-
magania i badania
BN-79/3375-31.00 Elementy po6tprzewodnikowe. Tranzy-
story malej mocy wielkiej czestotliwo$ci. Wymagania

i badania



3. Symbole

BFP
BFP
BFP
BFP

519

519 11
519 I
519 V

Informacje dodatkowe.do BN-81/3375-31.03

KTM

1156213401002
1156213401015
1156213401028
1156213401030

BFP 521 - 1156313403004
BFP 521 Il - 1156213403017
BFP 521 111 - 1156213403020
BFP 521 V - 1156213403032
BFP 521 VI - 1156213403045

BFP 519 VI - 1156213401043

BFP 520 1156213402003
BFP 520 Il - 1156213402016
BEP 520 Il - 1156213402029 4. W arto$ci dopuszczalne - wg rys. 1-1 i tabl. 1-1.

BFP 520 V - 1156213402031
BFP 520 VI - 1156213402044

Rezystancja termiczna

ztgcze - otoczenie 500 k/wW

Rth(j-a)

25 0 25 5 75 10 15W PC]IB
iBK-8V3375- 3f.iff-H |

Rys. 1-1. Zalezno$¢ temperaturowa mocy strat 4..- /(t)

Tablica 1-1
Oznaczenie W arto$ci dopuszczalne
Lp. arametru Nazwa parametru Jednostka
P BFP 519 BFP 520 BFP 521
1 2 3 4 5 6 7
1 VCEO Napiecie kolektor-emiter \% 50 30 15
2 | tBO Napiecie kolektor-baza 'V 70 50 30
3 | EBO Napiecie emiter-baza \% 5
4 le Prad kolektora mA 50
5 IcM Prad szczytowy kolektora mA 200
6 D Prad bazy mA 5
7 Catkowita moc wejsciowa (stata lub $rednia) mA 300
P.o na wszystkich elektrodach przy tam(,225°C
8 i Temperatura ztgcza °C 175
9 Aamb Temperatura otoczenia w czasie pracy °c -40.......... +125

10 ot Temperatura przechowywania °c -55, ..., +175



6 Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31.03

o. Dane charakterystyczne - wg rys. 1-2 ¢ i-9 itabl. 1-2.

[BN-8T/33'7"1Wra

Rys. 1-2. Charakterystyka wyjsciowa 4__:/(UI_+_)

- parametr

Rys. 1-3. Charakterystyka wyjsciowa & = f("cE™ '
| - parametr

IBN-81/3375-3/1.03-1r?1

Rys. 1-4. Charakterystyka wejsciowa /B=/(I/BDé,);
'uCE- parametr

BFr e y 3375 fl- XS

Rys. 1-5. Zalezno$¢ temperatura pradu zerowego
/( ‘omb)

JCBO



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31.03

01 1 10 Ic[mA] 100

Rys. 1-6. Zalezno$¢ statycznego wspotczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu kolektora " 2I£,=/ (Jc)

400

BFP 519
fr  BFP 520
Mg P
W -25%C
300
/ UE = 10v
F * 100MHz
7
¢00 r

/

(1))

4 i R Im] 2
WIBUMMW- A']. 03-1-71

Rys. 1-7. Zalezno$¢ czestotliwo$ci granicznej od pradu
kolektora /T =1/(ip)

Rys. 1-8. Zalezno$¢ wspétczynnika szuméw od

wosci

IBM-av3375~."0 TTFffl

BN-fri/337£-ntl3-1-8l

F= f(f)

czestotli-

Rys. 1-y. Zalezno$¢ wspdtczynnika szumoéw od pradu ko-

lektora

F=1f(la)



Lp.

©

11

Oznacze-
nie pa-
rametru

~CBO

11
(BR)CEO
n
(BR)CBO
I(br)ebo
UCE sat
ﬂfBEsat

h2\E

h 21e

P e

h 12e

h22e

Nazwa
parametru

3

Prad zerowy
kolektora

Napiecie prze-
bicia kolektor-
-emiter

Napiecie prze-
bicia kolektor-
-baza

Napiecie prze-
bicia emiter-
-baza

Napiecie nasy-
cenia kolektor-
-emiter

Napiecie nasy-
cenia baza-
-emiter

Statyczny
wspoétczynnik
wzmocnienia
pradowego (w
uktadzie wspol-
nego emitera)

Malosygnatowy
zwarciowy
wspoétczynnik
przenoszenia
pradowego w
uktadzie wspdl-
nego emitera

Matosygnatowa
zwarciowa

impedancja wejs$-
ciowa w uktadnie

wspb6lnego emi-
tera

Matosygnatowy
rozwarciowy
wspotczynnik
wstecznego
przenoszenia
napieciowego
w uktadzie
wspo6lnego emi-
tera

Matosygnatowa
zwarciowa
admitancja
wyjsciowa w
uktadzie
wspb6lnego emi-
tera

Informacje dodatkowe do BN-0O1/3375-31.03

Tablica 1-2
W arunki. Jed-
pomiaru nost- BFP 519
ka .
min typ max
4 5 6 7 8
ucb=20v nA h h 100
le = 10 mA
\% 50 R T
IB=0
TT= 10 hA
\ 70 . _
£- 10 VA
\ 5 - R
Ic=0
7 =20 mA
\Y - - 0,5
I"=2 mA
le= 20 mA
\Y - - 1
ffi= 2 mA
20 . R
n
ic = 10 mA 20 - 35
ucr 5v m _ 30 : 90
\Y 70 - 170
Vi 150 . -
lc=1mA
UCE " 6 v ) 20 ) 500
/- 1 kHz
k2 . 0,8 -
Z -2mA
vm 5V
/= 1kHz
x O R 0,6 R
pS - 6 -

min

9

30

50

20

20

30

70

150

20

Typ

BFP 520

typ
10

0,8

0,6

max

100

0,5

35
90

170

500

min

12

15

30

20

20

30

70

150

20

BFP 521

typ

13

0,8

0,6

max

100

0,5

35
30

70

500



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31.03

cd. tabl. 1-2

Oznacze- Nazwa W arunki Jed-
Lp. nie pa- nost-

arametru omiaru
rametru P P ka

1 2 3 4 5
12 . Matosygnalowa
yile zwarciowa
admitancja wejs-
ciowa w uktadzie
wspélnego emi-
tera

»11.

mS
blle

13 Matosygnalowa A
Vize zwarciowa 12e
admitancja prze-
noszenia wstecz
w uktadzie
wspo6lnego emi- 7c=5mA

tera UCE = 6 V

mS
b 12¢?

14 Matosygnalowa j =35 MHz
»2U ; .

zwarciowa admi-
tancja przeno-
szenia w przod mS
w uktadzie b21e
wspdlnego emi-
tera

921e

15 Matosygnalowa 22¢
y22e zwarciowa admi- g
tancja wyjscio-
wa w uk}ad2|e_ b22e
wspdlnego emi-
tera

mS

16 lonT) Czas witaczania ic =200 mA ns

) gy = -2
B\ ~ B2 ~
17 '0,,2) Czas wytaczania L ns

18 fT Czestotliwosc ic =5 mA
graniczna UCE =10V MHz
f =100 MHz

19 (cso  Pojemrosc zfa- cs = 10v .
cza KoleKktor- / =5 MHz p
-baza

20 pprce Stata czasowa
sprzezenia
zwrotnego przy uCB =10V ps
wielkiej czesto-
tliwosci

7t>=5 mA

f=5 MHz

1) Selekcja na grupy wzmocnienia li, I, V, VI tylko

min
6

150

BFP 519

typ
7

4.3

17

65

40

150

max
$

500

BFP 520

min
9

ra zamowienie odbiorcy.

Typ

typ
10

4,3

6,2

0,05

0,6

17

65

0,38

1,3

40

150

max
ii

500

BFP 521

min max
12 13 14

B 4,3 -

. 6,2 .

- 0,05 -

- 0,38 -

- 150 -

150 - -

- - 500

Zgodnie z cennikiem CEMI za

dostawe elementéw poétprzewodnikowych zgodnych z BN, ale wg okreslonych grup selekcji pobiera sie dodatkowo dopta-

te do cenv wyrob6w nieselekcjonowanych.
Uktad do pomiaru czaséw przetgczen:

1ttv
. TL
— r

Generator Impulsow
Rwu *=50Si SBsi
Itr < 1ns

+5V f
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